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Б1 Блок 1.Дисциплины (модули)

Б1.О Обязательная

Б1.О.01 Проектный менеджмент кафедра Менеджмента в энергетике и промышленности УК-2 

Б1.О.02 Иностранный язык кафедра Иностранных языков УК-4 

Б1.О.03 Теория принятия решений кафедра Формирования и обработки радиосигналов УК-1 

Б1.О.04 Организационное поведение кафедра Философии, политологии, социологии им. Г.С. Арефьевой УК-3,5,6 

Б1.О.05 Методология научной деятельности кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2,3,4 

Б1.Ч Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б1.Ч.01 СВЧ техника и приборы кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.02 Языки и средства проектирования цифровых интегральных схем кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.03 Оптоэлектроника кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 1

Б1.Ч.04 Проектирование СБИС кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.05 Проектирование и технология электронной компонентной базы кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.06 Основы микропроцессорной техники кафедра Промышленной электроники ПК-1 

Б1.Ч.07 Микропроцессорные системы кафедра Промышленной электроники ПК-1 

Б1.Ч.08 Полупроводниковые сенсоры кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.09 Современные методы исследования поверхности полупроводников кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.10 Элективные дисциплины

Б1.Ч.10.01

Б1.Ч.10.01.01 Патентный поиск кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.10.01.02 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.10.02

Б1.Ч.10.02.01 Системы памяти кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б1.Ч.10.02.02 Моделирование полупроводниковых приборов кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-1 

Б2 Блок 2.Практики

Б2.О Обязательная

Б2.О.01 Учебная практика: проектно-технологическая практика кафедра Электроники и наноэлектроники УК-2 

Б2.О.02 Учебная практика: практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2,3 

Б2.Ч Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б2.Ч.01 Производственная практика: научно-исследовательская работа кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-3 УК-1 

Б2.Ч.02 Производственная практика: преддипломная практика кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1 

Б3 Блок 3.Государственная итоговая аттестация

Б3.О Обязательная

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2,3,4 ПК-1 УК-1,2,3,4,5,6 

Б4 Блок 4.Факультативы

Б4.Ч Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б4.Ч.01 Активные диэлектрики кафедра Физики и технологии электротехнических материалов и компонентов

Б4.Ч.02 Силовая энергетическая электроника кафедра Промышленной электроники
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Всего по плану с факультативами

Всего по плану без факультативов

Индекс Название дисциплины Кафедра Компетенции
Формы аттестации

Экзамен



ГИА КП Объем в з.е. ВсегоКонтактные часыСР ИФР З.Е. Итого Лек Лаб ПрКОНСУЛЬТАЦИЯИФРП СР ИКР ПА З.Е.

128 4608 1148,7 1648,8 1810,5 34 1224 128 64 96 43 410 4 3,7 30

120 4320 1049,9 1459,6 1810,5 30 1080 96 64 80 41 410 4 3,2 30

60 2160 915,9 1244,1 18 648 96 64 80 20 381,8 4 2,2 21

13 468 209,8 258,2 4 144 16 48 79,4 0,6 4

2 72 32,3 39,7 2 72 16 16 39,7 0,3

4 144 64,6 79,4 2 72 32 39,7 0,3 2

2 72 32,3 39,7 2

2 72 32,3 39,7

3 108 48,3 59,7

47 1692 706,1 985,9 14 504 80 64 32 20 302,4 4 1,6 17

5 180 50,5 129,5 5 180 32 16 2 129,5 0,5

3 108 48,3 59,7 3 108 16 32 59,7 0,3

2 1 2 12 432 205,6 226,4 6 216 32 16 32 18 113,2 4 0,8 6

5 180 70,8 109,2 5

2 72 32,3 39,7 2

4 144 66,5 77,5 4

4 144 66,5 77,5

3 108 34,5 73,5

3 108 48,3 59,7

6 216 82,8 133,2

2 72 32,3 39,7

2 72 32,3 39,7

2 72 32,3 39,7

4 144 50,5 93,5

4 144 50,5 93,5

4 144 50,5 93,5

54 1944 133,5 1810,5 12 432 21 410 1 9

32 1152 98 1054 6 216 18 197,5 0,5 4

1 2 10 360 31 329 6 216 18 197,5 0,5 4

3 4 22 792 67 725

22 792 35,5 756,5 6 216 3 212,5 0,5 5

1 2 3 4 16 576 10 566 6 216 3 212,5 0,5 5

6 216 25,5 190,5

6 216 0,5 215,5

6 216 0,5 215,5

4 6 216 0,5 215,5

8 288 98,8 189,2 4 144 32 16 2 93,5 0,5

8 288 98,8 189,2 4 144 32 16 2 93,5 0,5

4 144 50,5 93,5 4 144 32 16 2 93,5 0,5

4 144 48,3 95,73
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Всего по плану с факультативами

Всего по плану без факультативов

ФГОС
Трудоёмкость

1 курс

Сем. 1 Сем. 2
Формы аттестации

Экзамен Зачет с оценкой Зачет КР



Итого Лек Лаб ПрКОНСУЛЬТАЦИЯИФРП СР ИКР ПА З.Е. Итого Лек Лаб ПрКОНСУЛЬТАЦИЯИФРП СР ИКР ПА З.Е. Итого Лек Лаб ПрКОНСУЛЬТАЦИЯИФРП СР ИКР

1080 112 48 128 52,5 308,5 8 4 34 1224 176 32 144 28 301 4 30 1080 71,5 791

1080 112 48 128 52,5 308,5 8 4 30 1080 144 32 128 28 301 3,7 30 1080 71,5 791

756 112 48 128 38 419 8 3 21 756 144 32 128 6 443,3 2,7

144 32 32 79,4 0,6 5 180 32 48 99,4 0,6

72 32 39,7 0,3

72 32 39,7 0,3

2 72 16 16 39,7 0,3

3 108 16 32 59,7 0,3

612 80 48 96 38 339,6 8 2,4 16 576 112 32 80 6 343,9 2,1

216 32 16 32 18 113,2 4 0,8

180 48 18 109,2 4 0,8

72 16 16 39,7 0,3

144 32 32 2 77,5 0,5

4 144 32 32 2 77,5 0,5

3 108 16 16 2 73,5 0,5

3 108 32 16 59,7 0,3

6 216 32 48 2 133,2 0,8

2 72 16 16 39,7 0,3

2 72 16 16 39,7 0,3

2 72 16 16 39,7 0,3

4 144 16 32 2 93,5 0,5

4 144 16 32 2 93,5 0,5

4 144 16 32 2 93,5 0,5

324 14,5 308,5 1 9 324 22 301 1 24 864 71,5 791

144 12 131,5 0,5 7 252 21 230,5 0,5 15 540 45 494,5

144 12 131,5 0,5

7 252 21 230,5 0,5 15 540 45 494,5

180 2,5 177 0,5 2 72 1 70,5 0,5 9 324 26,5 296,5

180 2,5 177 0,5 2 72 1 70,5 0,5 3 108 1,5 106

6 216 25 190,5

6 216 215,5

6 216 215,5

6 216 215,5

4 144 32 16 95,7 0,3

4 144 32 16 95,7 0,3

4 144 32 16 95,7 0,3

1 курс 2 курс

Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4



ПА

2

2

1,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2 курс

Сем. 4


